
 
IR2OAE, IR3OAE Osnovi analogne elektronike - rešenja zadataka, ponovljeni kolokvijum 2014: 
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2. a)  Na karakteristici za 1VGS tv V= + u zasićenju je 0,5mADi = . 
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b) Sa Slike 2 se vidi da u datoj radnoj tački tranzistor radi u zasićenju.  

2 3V 3V 1,268Vt GS DV V I B= − = − = . 
 
 
3. Beleške za predavanja, „7_Strujni_izvori_i_aktivno_opterecenje.pdf“, slajd 5. 
 
 
 
4. a) Za G BEv V<  Q je zakočen ,B G C CCv v v V⇒ = =  
Za 1BE GV v V≤ <  Q je u DAR-u B BEv V⇒ =  
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Za 1Gv V>  dioda vodi 0.4VC BE Dv V V⇒ = − = ⇒Q i dalje u DAR-u BE BEv V⇒ =  
 
  
b) Za 1Gv V≤  dioda je zakočena 0DP⇒ =  

 
Za 1Gv V>  dioda vodi i transistor vodi u DAR-u pa prema tome važi 
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5.  a) 12D DDV V V= =  
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c) ( ) ( ) ( ) (8 0.1sin(2 ))VG G g G uv t V v t V v t ftπ= + = + = +  

    ( ) ( ) 12VD D d Dv t V v t V= + = =  
    ( ) ( ) ( ) (6 0.088sin(2 ))VS S s S v uv t V v t V a v t ftπ= + = + = +  
    ( ) ( ) ( ) 0.088Vsin(2 )P P p v uv t V v t a v t ftπ= + = =  
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